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(57) Abstract
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tion, teeth (Z) are incorporated 2 A ) )
into a  three-dimensional, v/, /7 7 Y 'y,
injection—-moulded substrate (S) 7 77 7M
during the injection moulding

-3

process, said teeth being located e L
in the outer edge area and/or in \ \ \ \ \
the area of a recess. A metallic & b\\ ;\\ .\\ .\\
coating (M) is then applied
to the substrate (S). Extremely
finely structured electrically

conductive cross connections are produced when said metal coating (M) is removed in the area of the teeth (Z), especially after the teeth
(Z) have been ground down or cut off.

(57) Zusammenfassung

Bei einem dreidimensionalen, spritzgegossenen Substrat (S) werden beim SpritzgieBvorgang im #ufleren Randbereich und/oder im
Bereich einer Aussparung Zihne (Z) mitgeformt. Nach dem Aufbringen einer Metallisierung (M) auf das Substrat (S) entstehen durch
Entfernung der Metallisierung (M) im Zahnbereich, insbesondere nach Abschleifen oder Abschneiden der Zihne (Z), elektrisch leitende
Querverbindungen mit sehr hoher Strukturfeinheit.
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Beschreibung

Verfahren zur Herstellung von elektrisch leitenden Querver-

bindungen zwischen zwei Verdrahtungslagen auf einem Substrat

Integrierte Schaltkreise bekommen immer h&here AnschlufRzahlen
und werden dabei immer weiter miniaturisiert. Die bei dieser
zunehmenden Miniatufisierung erwarteten Schwierigkeiten mit
Lotpastenauftrag und Bestlckung sollen durch neue Gehiusefor-
men behoben werden, wobei hier insbesondere Single-, Few-
oder Multi-Chip-Module im Ball Grid Array Package hervorzuhe-
ben sind (DE-Z productronic 5, 1994, Seiten 54, 55). Diese
Module basieren auf einem durchkontaktierten Substrat, auf
welchem die Chips beispielsweise Uber Kontaktierdr&hte oder
mittels Flipchip-Montage kontaktiert sind. An der Unterseite
des Substrats befindet sich das Ball Grid Array (BGA), das
hdufig auch als Solder Grid Array, Land Grid Array oder Sol-
der Bump Array bezeichnet wird. Das Ball Grid Array umfaft
auf der Unterseite des Substrats fldchig angeordnete Lothdk-
ker, die eine Oberfldchenmontage auf den Leiterplatten oder
Baugruppen ermdglichen. Durch die flachige Anordnung der
Lothdécker kdnnen hohe Anschluflzahlen in einem groben Raster

von beispielsweise 1,27 mm realisiert werden.

Bei der sog. MID-Technologie (MID = Moulded Interconnection
Devices) werden anstelle konventioneller gedruckter Schaltun-
gen Spritzgieffiteile mit integrierten Leiterzlgen verwendet.
Hochwertige Thermoplaste, die sich zum Spritzgieffen von drei-
dimensionalen Substraten eignen, sind die Basis dieser Tech-
nologie. Derartige Thermoplaste zeichnen sich gegenfiiber her-
kémmlichen Substratmaterialien fur gedruckte Schaltungen
durch bessere mechanische, chemische, elektrische und umwelt-
technische Eigenschaften aus. Bei einer speziellen Richtung
der MID-Technologie, der sog. SIL-Technik (SIL = SpitzgieR-
teile mit integrierten Leiterzligen), erfolgt die Strukturie-
rung einer auf die Spritzgiefteile aufgebrachten Metall-
schicht unter Verzicht auf die sonst uUbliche Maskentechnik
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durch ein spezielles Laserstrukturierungsverfahren. In die
dreidimensionalen Spritzgiefiteile mit strukturierter Metalli-
sierung sind dabei mehrere mechanische und elektrische Funk-
tionen integrierbar. Die Gehadusetrdgerfunktion Ubernimmt
gleichzeitig Flhrungen und Schnappverbindungen, wihrend die
Metallisierungsschicht neben der Verdrahtungs- und Verbin-
dungsfunktion auch als elektromagnetische Abschirmung dient
und fir eine gute Warmeabfuhr sorgt. Zur Herstellung von
elektrisch leitenden Querverbindungen zwischen zwei Verdrah-
tungsanlagen auf einander gegenlberliegenden Oberfldchen der
Spritzgufiteile werden bereits beim Spritzgiefen entsprechende
Durchkontaktierungsldcher erzeugt. Die Innenwandungen dieser
Durchkontaktierungslécher werden dann beim Metallisieren der
Spritzgiefliteile ebenfalls mit einer Metallschicht Uberzogen.
Weitere Einzelheiten zur Herstellung von dreidimensionalen
Spritzgieffteilen mit integrierten Leiterzlgen gehen bei-
spielsweise aus der DE-A-37 32 249 oder der DE-A-0 361 192

hervor.

Gemafs einer aus der EP-A-0 645 953 bekannten Variante der
MID-Technologie werden auf einem durch Spritzgieflen herge-
stellten und mit einer Mulde versehenen Substrat nacheinander
eine erste Leiterebene, eine Dielektrikumschicht und eine
zweite Leiterebene erzeugt, worauf in die Mulde ein elektro-
nisches Bauelement eingebracht wird, die Anschliisse des Bau-
elements mit zugeordneten Anschluffldchen auf dem Substrat
vorzugsweise durch Bonden elektrisch leitend verbunden werden
und dann durch Fillen der Mulde mit Kunststoff eine Verkapse-
lung fir das Bauelement gebildet wird. Es entsteht ein kom-
pakter, dinner Aufbau mit einer hohen Verdrahtungsdichte.
Durch die versunkene Montage und Verkapselung von Bauelemen-
ten in Mulden des spritzgegossenen Substrats wird neben der
Dickenreduzierung ein optimaler Schutz von Bauelement und

dessen Anschlufverdrahtung erzielt.

Aus der WO-A-96 096 46 ist ein sog. Polymer Stud Grid Array
(PSGA) bekannt, welches die Vorteile eines Ball Grid Arrays
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(BGA) mit den Vorteilen der MID-Technologie vereinigt. Die
Bezeichnung der neuen Bauform als Polymer Stud Grid Array
(PSGA) erfolgte dabei in Anlehnung an das Ball Grid Array
(BGA) , wobei der Begriff "Polymer Stud" auf beim Spritzgiefen
des Substrats mitgeformte Polymerhdbcker hinweisen soll. Die
neue flir Single-, Few- oder Multi-Chip-Module geeignete
Bauform umfafit '

- ein spritzgegossenes, dreidimensionales Substrat aus einem
elektrisch isolierenden Polymer, A

- auf der Unterseite des Substrats fladchig angeordnete und
beim Spritzgiefen mitgeformte Polymerhdcker,

- auf den Polymerhéckern durch eine létbare Endoberflache
gebildete Auflenanschlisse,

- zumindest auf der Unterseite des Substrats ausgebildete
Leiterzlge, die die Aufenanschllisse mit Innenanschllissen ver-
binden, und

- mindestens einen auf dem Substrat angeordneten Chip, des-
sen Anschllisse mit den Innenanschllissen elektrisch leitend

verbunden sind.

Neben der einfachen und kostenglnstigen Herstellung der Poly-
merhdcker beim Spritzgieffen des Substrats kann auch die Her-
stellung der AuRenanschllisse auf den Polymerhdckern mit mini-
malem Aufwand zusammen mit der bei der MID-Technologie bzw.
der SIL-Technik Ublichen Herstellung der Leiterzilige vorgenom-
men werden. Durch die bei der SIL-Technik bevorzugte Laser-
feinstrukturierung kénnen die Aufenanschlisse auf den Poly-
merhdckern mit hohen Anschlufdzahlen in einem sehr feinen Ra-
ster realisiert werden. Hervorzuheben ist ferner, dafl die
Temperaturausdehnung der Polymerhdcker den Temperaturausdeh-
nungen des Substrats und der das Modul aufnehmenden Leiter-
platte entspricht. Sollten mechanische Spannungen auftreten,
so ermdbglichen die Polymerhdcker durch ihre elastischen Ei-
genschaften zumindest einen teilweisen Ausgleich. Durch die
Formstabilitat der auf den Polymerhdéckern gebildeten Aufenan-
schllisse kann auch die Sicherheit bei Reparatur und Austausch

gegentiber den Ball Grid Arrays mit ihren durch Lothédcker ge-
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bildeten Anschlussen erheblich gesteigert werden. Bei dem Po-
lymer Stud Grid Array sind die Polymerhécker und der Chip
oder die Chips Ublicherweise auf der gleichen Seite des
Substrats angeordnet. Bei einem mit Durchkontaktierungen ver-
sehenen Substrat kénnen die Polymerhdcker und der Chip oder
die Chips durchaus auch auf verschiedenen Seiten des
Substrats angeordnet sein. Eine derartige Anordnung von Poly-
merhdckern und Chips auf gegenlberliegenden Seiten des
Substrats ist insbesondere bei grofen Chips, die eine Viel-
zahl von zugeordneten Auflenanschlissen bendtigen, interes-

sant.

Aus der WO-A-89 00346 sind fir die Oberfldchenmontage geeig-
nete Single-Chip-Module bekannt, die auf einem spritzgegosse-
nen dreidimensionalen Substrat mit Durchkontaktierungsldchern
basieren. Neben diesen Durchkontaktierungsldchern erhdlt das
Substrat beim SpritzgieRen eine zentral auf der Oberseite an-
geordnete Mulde und eine Vielzahl von in ein oder auch in
zwel peripheren Reihen auf der Unterseite angeordneten Poly-
merhdéckern. Der auf der Oberseite in der Mulde angeordnete
Chip wird Uber feine Kontaktierdrahte mit zugeordneten,
streifenfdrmig nach aufen flihrenden Leiterbahnen verbunden.
Diese Leiterbahnen sind dann lGber im Auleren Bereich angeord-
neten Durchkontaktierungen mit den zugeordneten, oberfldch-
lich metallisierten Polymerhdckern elektrisch leitend verbun-
den. Werden dann die Randbereiche des Substrats mit mittig
durch die Durchkontaktierungsldcher gehenden Schnittlinien
abgetrennt, so entstehen elektrisch leitende Querverbindungen
mit halbrundem Querschnitt, welche die &ufReren Enden der auf
der Oberfldche des Substrats angeordneten Leiterbahnen mit
den zugeordneten auf der Unterseite des Substrats angeordne-

ten Polymerhéckern elektrisch leitend verbinden.

Der im Anspruch 1 angegebenen Erfindung liegt das Problem zu-
grunde, bei der MID-Technologie die Herstellung von elek-
trisch leitenden Querverbindungen zwischen zwei Verdrahtungs-

lagen auf der Oberseite und der Unterseite eines spritzgegos-
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senen Substrats zu vereinfachen. Die Querverbindungen sollen
dabei insbesondere auch fir die vorstehend erlduterten Poly-

mer Stud Grid Arrays geeignet sein.

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesonde-
re darin, daf’ gegenliber der konventionellen‘Durdhkontaktie—
rungstechnik mit metallisierten L&chern wesentlich feinere
Strukturen mit einer hoheren Zuverlassigkeit der Querverbin-
dungen realisiert werden kénnen. Die nach auRen offene Ver-

zahnung der Substrate kann im Gegensatz zu den Innenwandungen

ienger Durchkontaktierungsldécher mit einer sehr guten Schicht-

dickenverteilung metallisiert werden. Die Strukturierung der
Metallisierung in die einzelnen Querverbindungen durch zumin-
dest teilweise Entfernung der Metallisierung im Bereich der

Zahne erfordert dabei nur einen geringen Aufwand.

Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemdfen Verfahrens
sind in den Ansprichen 2 bis 9 angegeben. Eine besonders vor-
teilhafte Anwendung des Verfahrens ist im Anspruch 10 angege-

ben.

Die Weiterbildung nach Anspruch 2 ermdglicht eine besonders

feine Strukturierung der Zahne bei SpritzgieRen.

Die Ausgestaltung nach Anspruch 3 ermdéglicht die Anwendung
der erfindungsgemdfien Querverbindungen bei Polymer Stud Grid
Arrays. Hervorzuheben ist dabei, daf die Z&hne und die Poly-
merhdcker bzw. Polymerstuds im gleichen Arbeitsgang beim

Spritzgieflen erzeugt werden.

Die Ausgestaltung nach Anspruch 4 hat den Vorteil, daR beim
Aufbringen der Metallisierung auf Technologien zuritckgegrif-
fen werden kann, die sich bei der Herstellung gedruckter

Schaltungen seit langer Zeit bewahrt haben.

Obwohl das erfindungsgemdfle Verfahren prinzipiell auch in Se-
miadditivtechnik durchgefiihrt werden kann, bietet die Sub-
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traktivtechnik gemdf Anspruch 5 etliche Vorteile. Neben der
einfachen und wirtschaftlichen Erzeugung der gewlinschten Lei-
termuster ist hier insbesondere die Mdglichkeit der Laser-
feinstrukturierung hervorzuheben, die unter Verzicht auf die
aufwendige konventionelle Photolithographie auch bei dreidi-
mensionalen Substraten die Erzeugung feinster Strukturen er-
mdglicht. Gem3R Anspruch 6 kann die Atzresistschicht hierbei
auf einfache Weise durch die galvanische Abscheidung von Zinn
oder Zinn-Blei aufgebracht und anschliefend durch Bearbeitung
mit dem Laserstrahl strukturiert werden.

Die Weiterbildung nach Anspruch 7 ermdglicht eine besonders
einfache und zuverlédssige mechanische Strukturierung der Me-
tallisierung zur Erzeugung der Querverbindungen. Insbesondere
kann diese mechanische Strukturierung im Bereich der Stirn-
seiten der Substrate gemdR Anspruch 8 durch Abschleifen oder,
gemdfd Anspruch 9, durch Abschneiden der Z&hne besonders rasch

und einfach durchgefiihrt werden.

Gemafs Anspruch 10 ist das erfindungsgeméafe Verfahren insbe-
sondere fir die Herstellung eines Polymer Stud Grid Arrays
mit einem auf der Oberseite des Substrats angeordneten Chip
geeignet. Durch die Anordnung des Chips auf der Oberseite und
durch die Anordnung der Hdécker bzw. Polymer Studs auf der Un-
terseite des Substrats ergeben sich hier ideale Voraussetzun-
gen fir die Realisierung von sog. Chip Scale Packages, bei
welchen die Abmessungen des Arrays im wesentlichen den Abmes-

sungen des Chips entsprechen.

Ein Ausfihrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung

dargestellt und wird im folgenden ndher beschrieben.

Es zeigen

Figur 1 eine teilweise Draufsicht auf ein Substrat mit in-
tegral angeformten Zahnen im Auferen stirnseitigen
Bereich,

Figur 2 eine dreidimensionale Darstellung der Zahne gemif

Figur 1,
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Figur 3 eine teilweise Draufsicht auf ein Substrat mit in-
tegral angeformten Zahnen im Bereich einer Ausspa-
rung des Substrats,

Figur 4 die teilweise Draufsicht auf das Substrat gemif Fi-
gur 1 nach dem Auftragen einer Metallisierung und
eines Atzresists, '

Figur 5 die teilweise Draufsicht auf ein Substrat gemdR Fi-
gur 4 nach der Laserstrukturierung,

Figur 6 eine teilweise Draufsicht auf das Substrat gemaR
Figur 4 nach dem Abschleifen der Zahne zur Bildung
von Querverbindungen und |

Figur 7 eine Seitenansicht des als Polymer Stud Grid Arrays
ausgebildeten Substrats.

Gemdfs Figur 1 wird von einem Substrat S ausgegangen, welches
im &ufleren stirnseitigen Bereich eine Vielzahl von im gleich-
maRigen Abstand zueinander angeordneten Zahnen Z aufweist.
Die Herstellung des Substrats einschliefflich der Z4hne Z und
den spdter noch anhand der Figur 7 zu erlduternden Hdécker H
erfolgt durch Spritzgiefien, wobei als Substratmaterialien
hochtemperaturbestédndige Thermoplaste wie Polyetherimid, Po-
lyethersulfon oder Polyamid geeignet sind. Die dreidimensio-
nale Darstellung gemaf Figur 2 zeigt, daR die Z&hne Z in Form
eines Wellenprofils mit ebener Grundfldche ausgebildet sind
und sich zwischen der Oberseite O und der Unterseite U des
Substrats S erstrecken. Im dargestellten Ausfihrungsbeispiel
sind Oberseite O und Unterseite U parallel zueinander ausge-
bildet, d.h. samtliche Zahne Z, die selbstverst&ndlich auch
an die anderen drei Stirnseiten des Substrats S integral an-
geformt sein kénnen, sind gleichlang. Figur 3 zeigt, daR die
Zahne Z prinzipiell auch im Bereich einer Aussparung A des
Substrats S integral an die Stirnfldchen der Aussparung A an-
geformt sein kdénnen. Neben der hier dargestellten rechteck-
férmigen Aussparung A kénnen auch andere Formen, wie z.B.

kreisrunde Formen oder langlochartige Formen geeignet sein.
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Das durch Spritzgieflen hergestellte Substrat S wird zundchst
einer Reihe von Ublichen Vorbehandlungen unterzogen, insbe-
sondere Beizen, Reinigen, Bekeimen und Aktivieren der Bekei-
mung. Anschliefend wird gemdfs Figur 4 durch auflenstromlose
chemische Kupferabscheidung und nachfolgende galvanische Kup-
ferabscheidung eine Metallisierung M ganzflichig auf das
Substrat S aufgebracht. Danach wird durch stromlose oder auch
durch galvanische Abscheidung von Zinn ein Atzresist AR auf
die Metallisierung M aufgebracht. Da in Figur 4 nur der hier
interessante stirnseitige Bereich des Substrats mit Zahnen 2
dargestellt ist, muff darauf hingewiesen werden,‘daﬁ sowohl
die Metallisierung M als auch das Atzresist AR das gesamte

Substrat S ganzfldchig Uberziehen.

Nach dem Aufbringen des Atzresists AR erfolgt gemdR Figur 5
die Strukturierung der Metallisierung M auf der Oberseite O
und der Unterseite U (vergleiche Figur 2) des Substrats S. Im
hier dargestellten Ausfihrungsbeispiel wird in s&mtlichen Be-
reichen, die nicht dem gewlnschten Leitermuster der zu bil-
denden Verdrahtungslagen entsprechen, das Atzresist AR mit-
tels Laserstrahlung wieder entfernt. Weitere Einzelheiten ei-
ner derartigen Laserstrukturierung gehen beispielsweise aus
der DE-A-37 32 249 hervor. Anschliefend werden die nicht ge-
schiitzten Bereiche der Metallisierung M durch Atzen bis zur
Oberflache des Substrats S abgetragen. Aus Figur 5 ist er-
sichtlich, daR mit diesem Strukturierungsvorgang auf beiden
Seiten des Substrats S Leiterbahnen L entstehen, die sich je-
weils im Bereich zwischen zweil Zahnen Z zum Rand des
Substrats S hin erstrecken. Die in Figur 5 dargestellte
Trennlinie T dient nur zur Unterscheidung der oberflichlichen
Metallisierung M mit den Leiterbahnen L und der stirnseitigen
Metallisierung M. Tatsachlich erstreckt sich die Metallisie-

rung M jedoch ohne jegliche Trennung Uber das Substrat S.

Nach der geschilderten Bildung der Verdrahtungslagen auf
Oberseite O und Unterseite U (vergleiche Figur 2) des
Substrats S werden die Z&hne Z durch Schleifen oder auch
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durch Schneiden abgetragen. Gemdf Figur 6 entstehen hierdurch
im stirnseitigen Bereich der fruheren Zahnlilicken elektrisch

voneinander isolierte Querverbindungen Q.

Figur 7 zeigt eine Seitenansicht des Substrats S mit Leiter-
bahnen L, Querverbindungen Q und mit den bereits erwihnten
Hockern H, die auf der Unterseite U flichig angeordnet sind.
Auf die Oberseite O des Substrats S ist ein Chip C aufge-
bracht, dessen Kontaktierung entweder in der links darge-
stellten Wire-Bond-Technik mit Bonddrahten B oder in der
rechts dargestellten Flip-Chip-Technik mit Anschlﬁssen A er-
folgt. Bei der Wire-Bond-Technik ist der Chip C tliber eine
Klebschicht K mit der Oberseite O des Substrats S verbunden.

Figur 7 zeigt deutlich, daf® die einzelnen Anschliisse des
Chips C Uber Leiterbahnen L auf der Oberseite 0O, liber stirn-
seitige Querverbindungen Q und Uber Leiterbahnen L auf der
Unterseite U mit zugeordneten HbOckern H elektrisch leitend
verbunden sind. Auf die Unterseite der metallisierten Hdécker
H ist eine lotbare Endoberflédche E aufgebracht, die bei-
spielsweise durch eine Schichtenfolge von Nickel und Gold ge-
bildet wird.

Bei dem in Figur 7 dargestellten Gebilde handelt es sich um
ein Polymer Stud Grid Array, das insgesamt mit PSGA bezeich-
net ist. Weitere Einzelheiten derartiger Polymer Stud Grid

Arrays gehen beispielsweise aus der WO-A-96 09646 hervor.

Bei dem in Figur 7 dargestellten Polymer Stud Grid Arrays
PSGA sind die Aufenabmessungen von Chip C und Substrat S etwa
gleich grof3. Es handelt sich somit um eine Geh&useform, die
Ublicherweise als Chip Scale Package bezeichnet wird. Es ist
auch klar zu erkennen, daf die stirnseitigen Querverbindungen
Q mit ihrer hohen Strukturfeinheit eine &uRerst kompakte Aus-
gestaltung des gesamten Polymer Stud Grid Arrays PSGA ermdg-
lichen und damit einen entscheidenden Anteil an der Realisie-

rung des Chip Scale Package haben.
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Patentansprilche

1. Verfahren zur Herstellung von elektrisch leitenden Quer-
verbindungen (Q) zwischen zweil Verdrahtungslagen auf der
Oberseite (0) und der Unterseite (U) eines Substrats (S), mit
folgenden Schritten: ’

a) Herstellung des Substrats (S) aus einem elektrisch isolie-
renden Kunststoff durch Spritzgiefen, wobei im &uBeren
stirnseitigen Bereich des Substrats (S) und/oder im Be-
reich einer Aussparung (A) des Substrats (S) mehrere im
Abstand zueinander angeordnete, sich zwischen Oberseite
(O) und Unterseite (U) erstreckende, integrale Z&hne (Z)
beim Spritzgieflen mitgeformt werden;

b) Aufbringen einer Metallisierung (M) auf das Substrat (8);

c) Entfernen der Metallisierung (M) zumindest in den an das
gewlinschte Leitermuster angrenzenden Bereichen und im
stirnseitigen Bereich der Zahne (Z), derart, daB zwischen
den Z&hnen (Z) elektrisch voneinander isolierte Querver-

bindungen (Q) entstehen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dafd im Schritt a) beim SpritzgieRen des Substrats (S)

Zadhne (Z) nach Art eines Wellenprofils geformt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daR im Schritt a) beim Spritzgieflen des
Substrats (S) auf dessen Unterseite (U) flachig angeordnete
Polymerhdécker (H) mitgeformt werden und daff nach dem Aufbrin-
gen der Metallisierung (M) eine lO6tbare Endoberfldche (E) auf
die Polymerhdcker (H) aufgebracht wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da -
durch gekennzeichnet, daR die Metallisierung (M)
durch stromlose und galvanische Abscheidung von Kupfer auf
das Substrat (S) aufgebracht wird.
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5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da -
durch gekennzeichnet, daR nach dem Schritt b) ein
Atzresist (AR) auf die Metallisierung aufgebracht wird, daR
das Atzresist (AR) zumindest in den an das gewlinschte Leiter-
muster angrenzenden Bereichen mittels Laserstrahlung wieder
entfernt wird und daR dann die freiliegenden Bereiche der Me-
tallisierung (M) bis zur Oberflidche des Substrats (S) abge-

atzt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daf das Atzresist (AR) durch galvanische Abscheidung

von zZinn oder Zinn-Blei aufgebracht wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da -
durch gekennzeichnet, da die Metallisierung (M) im

stirnseitigen Bereich der Zahne (Z) mechanisch entfernt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dafd die Metallisierung (M) im stirnseitigen Bereich
der Zahne (Z) durch Abschleifen der Zahne (Z) entfernt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daR die Metallisierung (M) im stirnseitigen Bereich
der Zahne (Z) durch Abschneiden der Zahne (Z) entfernt wird.

10. Anwendung des Verfahrens nach einem der Anspriiche 3 bis
9, bei der Herstellung eines Polymer Stud Grid Arrays (PSGA)
mit einem auf der Oberseite des Substrats (S) in Wire-Bond-

Technik oder in Flip-Chip-Technik angeordneten Chip.
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